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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A SEMICONDUCTOR WAFER
(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HALBLEITERSCHEIBE

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor water, comprising in the following order: (a) re-
moving material from both sides of the semiconductor wafer separated from a monocrystal; (b) chamfering the edge of the semi-
conductor wafer; (¢) grinding the front and the back of the semiconductor wafer, wherein one side of the semiconductor wafer is
held by means of a wafer holder, while the other side is worked with a grinding tool; (d) polishing at least one side of the semicon-
ductor wafer with a polishing cloth that contains firmly bound abrasives; (e) treating both sides of the semiconductor wafer with
an etching medium, wherein the material removal amounts to no more than 1 um per side of the semiconductor wafer; (f) polis-
hing a front of the semiconductor wafer using a polishing cloth containing firmly bound abrasives and at the same time polishing a
back of the semiconductor water with a polishing cloth containing no abrasives, wherein however a polishing agent containing an
abrasive is placed between the polishing cloth and the back of the semiconductor wafer; (g) polishing the edge of the semiconduc-
tor wafer; (h) polishing the back of the semiconductor wafer with a polishing cloth that contains firmly bound abrasives and at the
same time polishing the front of the semiconductor wafer with a polishing cloth that contains no firmly bound abrasives, wherein a
polishing agent containing an abrasive is placed between the polishing cloth and the front of the semiconductor wafer.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterscheibe, umfassend in der
angegebenen Reihenfolge: (a) beidseitige Material abtragende Bearbeitung der von einem Einkristall abgetrennten Halbleiter-
scheibe; (b) Verrunden der Kante der Halbleiterscheibe; (¢) Schleifen von Vorder- und Riickseite der Halbleiterscheibe, wobei je-
weils eine Seite der Halbleiterscheibe mittels eines Scheibenhalters festgehalten wird, wihrend die andere Seite mit einem Schleif-
werkzeug bearbeitet wird; (d) Politur wenigstens einer Seite der Halbleiterscheibe mit einem Poliertuch, das fest gebundene Abra-
sive beinhaltet; (¢) Behandlung beider Seiten der Halbleiterscheibe mit einem &dtzenden Medium bei einem Materialabtrag von
nicht mehr als 1pm pro Seite der Halbleiterscheibe; (f) Polieren einer Vorderseite der Halbleiterscheibe unter Verwendung eines
O Poliertuchs mit fest gebundenen Abrasiven und gleichzeitige Politur einer Riickseite der Halbleiterscheibe mit einem Poliertuch,
das keine Abrasive enthélt, bei dem jedoch ein Abrasive enthaltendes Poliermittel
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